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    图7d揭示了根据本发明的***个实施例的避免气泡内爆的详细工艺步骤。工艺步骤从步
骤7010开始，在步骤7010中，将超声波或兆声波装置置于晶圆的上表面附近。在步骤7020中，将
清洗液，可以是化学液或掺了气体的水喷射到晶圆表面以填满晶圆和声波装置之间的间隙。在步
骤7030中，卡盘携带晶圆开始旋转或振动。在步骤7040中，频率为f1，功率水平为p1的电源被应
用于声波装置。在步骤7050中，在气泡内的气体或蒸汽的温度达到内爆温度ti之前，或在时间τ1
达到通过方程式(11)所计算出的τi之前，设置电源输出为0，因此，由于清洗液的温度远低于气体
温度，气泡内的气体和/或蒸汽温度开始冷却。在步骤7060中，当气泡内气体或蒸汽的温度降低至
室温t0或时间达到τ2(在τ2时间段内，设置电源输出为0)后，电源输出恢复到频率为f1，功率水平
为p1。在步骤7070中，检查晶圆的清洁度，如果晶圆尚未清洁到所需程度，则重复步骤7010-7060。
或者，可能不需要在每个周期内检查清洁度，取而代之的是，使用的周期数可能是预先用样品晶
圆通过经验确定。参考图7d所示，在步骤7050中，为了避免气泡内爆，时间段τ1必须比时间段τi
短，可以通过公式(11)计算出τi。在步骤7060中。半导体制程重要辅助设备。江苏全球半导体晶圆

    该晶圆层320的该***表面321与第二表面322的**小距离可以是**大距离的一半。换言之，
该晶圆层320的电阻值约略是该晶圆层120的一半。在另外的实施例当中，该***表面321与第二表
面322的**小距离与**大距离的比值，可以是其他小于100%的比例。如此，在芯片的边缘处具有较
厚的晶圆层320，但是降低在芯片中间有半导体元器件之处的晶圆厚度。此外，可以在降低该晶圆
层320中间的电阻值的同时，可以维持芯片结构强度，降低工艺过程中的器件失效。在一实施例当
中，该芯片边缘较厚的晶圆层320，其左右的宽度可以介于50~200um之间。本领域普通技术人
员可以理解到，可以根据该芯片所实作的半导体元器件不同，以及其所要应用的环境与规格不同，
调整上述的宽度。该金属层310可以包含彼此相对的一第三表面313与一第四表面314，该第三表
面313与该晶圆层320的第二表面322彼此相接或相贴。因此，该第二表面322与该第三表面313的形
状彼此相应。该金属层310可以包含一或多层金属层，该金属层310可以包含单一金属、合金或金
属化合物。举例来说，该金属层310可以包含钛镍银镍合金(tiniagni)、镍铝合金(alni)、铝铜钴合
金(alcuni)、钛铜镍合金。上海半导体晶圆去胶设备原理国外半导体晶圆产品品质怎么样？

    在清洗过程中晶圆24010浸没在清洗液24070中。在上述实施例中，在晶圆清洗工艺中，
如果声波电源的所有关键工艺参数，例如功率水平、频率、通电时间(τ1)、断电时间(τ2)都预设在
电源控制器中，而不是实时监测，在晶圆清洗过程中，由于一些异常情况，仍然可能发生图案结
构损伤。因此，需要一种实时监测声波电源工作状态的装置和方法，如果参数不在正常范围，则
声波电源应该关闭且需要发出警报信号并报告。图25揭示了本发明的一实施例的使用超声波或兆
声波清洗晶圆过程中监测声波电源运行参数的控制系统。该控制系统包括主机25080、声波发生
器25082、声波换能器1003、检测电路25086和通信电缆25088。主机25080发送声波的参数设定值
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到声波发生器25082，例如功率设定值p1、通电时间设定值τ1、功率设定值p2、断电时间设定值τ2、
频率设定值和控制指令，例如电源开启指令。声波发生器25082在接收到上述指令后产生声波波形，
并发送声波波形到声波换能器1003来清洗晶圆1010。同时，主机25080发送的参数设定值和声波发
生器25082的输出值被检测电路25086读取。检测电路25086将声波发生器25082的输出值和主
机25080发送的参数设定值进行比较后。

    进行物理检测，并通过算法分析自动分拣良品及次品的光学检测设备。检测设备主要用
来保证和提升良率，良率是决定晶圆厂盈利的关键，因此，其**驱动力是晶圆厂对**率的需求。
近十年来，半导体的萧条期（2011-2013年）半导体检测设备占整个半导体设备销量重从10%上升
至14%，而半导体景气期（2015-2017年），半导体检测设备占比又下降至10%左右。根据《芯片制
造》一书中对良率模型测算结果：“在未来，随着工艺制程步骤增加、制程尺寸缩小，芯片对任
何一个较小缺陷的敏感性增加，并且更加致命”。按照电子系统故障检测中的“十倍法则”：如
果一个芯片中故障没在芯片测试时发现，那么在电路板（PCB）级别发现故障的成本就是芯片级的
十倍。因此，技术越高，制程越小，对检测过程中良率的要求就越高，这是这个行业能长期增长
的底层商业逻辑。之前有研究报告对阿斯麦研究后指出的当今半导体厂商面临的主要挑战有两个：
制程的突破和成本的上升。瑞银半导体首席分析师表示：“国家力量支持，谁都可以做（先进制
程），但是良率是一大挑战。”一个先进制程需要大概300-500道工艺步骤，一个晶圆厂必须每步
工艺良率保证在99%以上，才能保持盈利和具有竞争性。但是良率差距非常的大。半导体晶圆推荐
厂家..

    因此需要更长的时间τ1。通过缩短时间τ2来提高气泡的温度。通常，在本发明的晶圆清
洗工艺中所应用的的超声波或兆声波的频率在。图23揭示了根据本发明的一实施例的用于执行图7
至图22所示的晶圆清洗工艺的一示范性的晶圆清洗装置。该晶圆清洗装置包括用于承载晶圆23010
的晶圆卡盘23014，在清洗过程中由旋转驱动装置23016驱动晶圆卡盘23014带着晶圆23010一起旋
转。该晶圆清洗装置还包括喷头23064，用于输送如清洗化学液或去离子水23060等清洗液至晶
圆23010。与喷头23064相结合的超声波或兆声波装置23062用于传递超声波能或兆声波能至清洗液。
由超声波或兆声波装置23062产生的超声波或兆声波通过由喷头23064喷出的清洗液23060传递至晶
圆23010。图24揭示了根据本发明的用于执行图7至图22所示的晶圆清洗工艺的另一实施例的晶圆
清洗装置的剖视图。该晶圆清洗装置包括容纳清洗液24070的清洗槽24074，用于装载多片晶
圆24010的晶圆盒24076，该多片晶圆24010浸没在清洗液24070中。该晶圆清洗装置进一步包括设
置在清洗槽24074的壁上的超声波或兆声波装置24072，用于传递超声波能或兆声波能至清洗液。
至少有一个入口(图中未显示)用于使清洗槽24074充满清洗液24070，因此。国内半导体晶圆厂家
哪家好？深圳半导体晶圆销售电话

半导体晶圆用的精密运动平台，国内有厂家做吗？江苏全球半导体晶圆

    图9a至图9d揭示了根据本发明的又一个实施例的声波晶圆清洗工艺。图10a至图10c揭
示了根据本发明的又一个实施例的声波晶圆清洗工艺。图11a至图11b揭示了根据本发明的又一个
实施例的声波晶圆清洗工艺。图12a至图12b揭示了根据本发明的又一个实施例的声波晶圆清洗工
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艺。图13a至图13b揭示了根据本发明的又一个实施例的声波晶圆清洗工艺。图14a至图14b揭示
了根据本发明的又一个实施例的声波晶圆清洗工艺。图15a至图15c揭示了在声波清洗晶圆过程中
稳定的气穴振荡损伤晶圆的图案结构。图15d揭示了根据本发明的一个实施例的晶圆清洗的流程
图。图16a至图16c揭示了根据本发明的一个实施例的晶圆清洗工艺。图17揭示了根据本发明的另
一个实施例的晶圆清洗工艺。图18a至图18j揭示了气泡气穴振荡控制增强新鲜清洗液在晶圆上的
通孔或槽内的循环。图19a至图19d揭示了对应于声能的气泡体积变化。图20a至图20d揭示了根
据本发明的一个实施例的有效清洗具有高深宽比的通孔或槽的特征的声波晶圆清洗工艺。图21a
至图21c揭示了根据本发明的另一个实施例的清洗工艺。图22a至图22b揭示了根据本发明的另一
个实施例的使用声能清洗晶圆的工艺。江苏全球半导体晶圆

昆山创米半导体科技有限公司主要经营范围是能源，拥有一支专业技术团队和良好的市场口
碑。公司自成立以来，以质量为发展，让匠心弥散在每个细节，公司旗下晶圆，wafer，半导体辅
助材料，晶圆盒深受客户的喜爱。公司将不断增强企业重点竞争力，努力学习行业知识，遵守行
业规范，植根于能源行业的发展。创米半导体立足于全国市场，依托强大的研发实力，融合前沿
的技术理念，及时响应客户的需求。


